TRANZYSTORY n-p-n
3¢ BC147, BC148 i BC149

Tranzystory krzemowe epiplanarne matej mocy matej
czestotliwosei.

Tranzystory BC147 i BC148 sg przeznaczone do stosowa-
nia w zakresie czestotliwo§ci akustycznej w ukladzie
przedwzmacniacza oraz w stopniach napedzajgcych (dri-
ver).

Tranzystor BC149 jest przeznaczony do stosowania w sto-
pniach wejSciowych wzmacniaczy o niskim poziomie szu-
méw. :

Tranzystory BC147, BC148 i BC149 s3 komplementarne do
tranzystoréw BC157, BC158 i BC159.
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Tranzystor w obudowie plastykowej TMI1(CE36)

DANE TECHNICZNE

Wartosci dopuszczalne paramefrow eksploatacyjnych

Typ BC147

BC148
BC149
Napiecie kolektor-

“emiter Ucgg 45 20 \'4
Napiecie kolektor-

-emiter Ucks 50 30 v
Napiecie emiter-baza  Ugsgy 6 5 v
Prad kolektora Ic 100 100 mA
Prad szczytowy ko-

lektora Icm 200 200 mA
Prad bazy Ip 50 50 mA
Moc calkowita Piot 300 300 mW
Temperatura zigcza t; 398 K (125°C)

Zakres temperatury
skladowania tstg 218...398 K.

(—55...+125°C)
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SWW 1156-211

TRANZYSTOR BCl47

Parametry statyczne

Przy toms = 298 K min. typ. maks.
(25°C)

Prad resztkowy
kolektor-emiter

przy Uces =50V Icgs — 02 15 nA
przy Ucgs =50V,

tamb = 398 K

(125°C) Ices —_ 0,2 4 RA

Napiegcie przebicia
kolektor-emiter
przy Is =0,
Ic=2mA
przy Rpz =0,
Ic=10pA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ic =0,
Ig=10pA

Wspbtezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic = 10 pA,
Ucg=5V hae kLA — 90 — —

kLB — 150 — —_

Usr)cE0 45 — —_ v

UBrycEs 50  — — v

U(sryeBo 6 - — v

przy Ic =2 mA;
Ucg=5V hag kLA 110 — 240 —
kLB 200 — 480 —
przy Ic = 100 mA,
UCE =5V hz]E kLA — 120 —_— —_
kLB — 200 — —

Napiecie nasycenia

kolektor-emiter

przy Ic = 10 mA,
) 13 = 0,5 mA

przy Ic = 100 mA,

Ig =5mA Ucgsat -— 0,2 0,6 A%
Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy Ic =10 mA,

Is = 0,5 mA Uggsat bl 0,7 08 V

przy Ic = 100 mA, .

IB = 5mA UBEsat - 019 1’05 \'4
Napiecie stale miedzy

baza a emiterem

przy Ic = 2mA,

ch; 5V UBE

Ucesat — 0,1 0,2 v

0,55 062 0,7 v

* Podziatu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorcy okre§lone
w zaméwieniu.




2-74/2

Parametry dynamiczne

przy tomp = 298 K

(25°C)
Czestotliwo§é gra-

niczna

przy Ic = 10 mA,

UCE =5 V)

f =100 MHz fr
Pojemnoéé '
- kolektor-baza

przy Ig =0,

Ues =10V,

f=1MHz
Pojemno$¢ emiter-

-baza

przy Ic =0,

UEB = 0,5 v
Wspbtezynnik szu-

moéw

przy Ic = 02mA,

Uceg =5V,

Ry =2kQ,

f = 1kHz,

Af = 200 Hz F
Impedancja wejScio-

wa

przy Ic = 2mA,

Uce=5V,

f= 1kHz

Ccao

Cepo

hlle

Wspéblezynnik napie-
ciowy sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 2mA,
Uceg=5V,
f= 1kHz Rige

Warto&é malosygna-
towa wspblczyn-
nika wzmocnienia
pradowego
przy Ic = 2mA,
Uce=5V,
f= 1kHz hate

Admitancja wyjscio-
wa
przy Ic = 2mA,
Ucg=35V,
f= 1kHz

hsze

TRANZYSTOR BCl48

Parametry statyczne

przy tams = 298K
(25°C)

Prad resztkowy
kolektor-emiter
przy Uces =30V Ices
przy Uces =30V,
temb = 398 K
(125°C)

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ig =0,

I c= 2mA
przy Res =0,
Ic=10pA

Ices

E
w

kL. A
kL. B

kl. A
kl.B

kL. A
kL. B

Usryces

U(srycES

min,

150

16
2,3

125
240

min,

20

30

typ. maks.
250 —

— 45

8 —

2 10

— 45
—_ 8,5
150-10-6—
200+10-¢—
—_ 260
_ 500
— 30

- 60
typ. maks.
02 15
0,2 4

MHz

pF

pF

dB

‘nA

nA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ic =0,
Ig=10pA
Wspblczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic = 10pA
Ucg=5V

Usrye

haiE

przy Ic = 2mA,

UCE =5V hglg

przy Ic =100 mA,

ch =5V hgu;

Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA,
Ip =0,5mA
przy Ic = 100 mA,
1 B= 5mA

Napigcie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 10 mA,
Ig= 0,5 mA
przy Ic = 100 mA,
I =5mA Upgsat

Napiecie state miedzy
bazg a emiterem
przy Ic = 2mA,
UCE =5 v

UcEsat

Ucesat

UBksat

UBE

Parametry dynamiczne

" przy temy = 298K

(25°C)
Zzestotliwo$é gra-

niczna

przy Ic = 10 mA,

Ucg=5V,

f =100 MHz fr
Pojemno$é kolektor-

-baza

przy Ir =0,

Ucs=10V,

f=1MHz
Pojemno$é emiter-

-baza

przy Ic =0,

Ugg =05V
Wspbdlezynnik szu-

méw

przy Ic = 0,2 mA,

Ucg=5V,

R, =2kQ,

'f = 1kHz,

Af = 200 Hz F
Impedancja wejscio-

wa

przy Ic = 2mA,

Uce=5V,

f=1kHz

Ccro

Cepo

hite

* Podzialu na klasy dokonuje sie na

w zamdwieniu.

B0

kL. A
kL. B
kl.C

kL. A
kl.B
kl.C

kL. A
kl. B
kL C

kLA
kL. B
kl.C

5 - -— \'4
— 90 —_ —
- 150 — —
- 210 - -
110 — 240 —
200 -— 480 —
400 — 850 —
— 120 —_ —
— 200 —_ —_
— 400 -—_— —
—_ 0,1 0,2 v
— 02 086 V
- 0 083 V
— 09 1,06 V
055 062 07 V
min. typ. maks.

150 250 —_— MHz
-_— — 45 pF
—_ 8 —_ pF
— 2 10 dB
16 — 4,5 kQ
32 — 8,5 kQ
6 — 15 kQ

zyczenie odbiorey okre§lone



Wspélczynnik napie-
ciowy sprzezenia
zwrotnego
przy Ic = 2mA,
UCE =5 V,

= 1kHz hige

Warto§é malosygna-
towa wspdlezyn-
nika wzmocnienia
pradowego .
przy Ic =2mA,
Ucg=5V,

f = 1kHz hgle

Admitancja wyjscio-
wa
przy Ic = 2mA,
ch =5 V,

f=1kHz hage

TRANZYSTOR BCl149

Paramefry statyczne

pPrzy tamp = 298K
(25°C)

Prad resztkowy
kolektor-emiter
przy Uces =30V Icgs
przy Ucgs =30V,
tamp = 398 K
(125°C)

Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Is =0,
Ic=2mA
przy Rge =0,
Ic=10pA

Napiecie przebicia
emiter-baza
przy Ic =0,

I E= 10 ]lA

Wspbtezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic =10 pA
UCE =5V

Ices

h21E

przy Ic = 2mA,
Ucg=5V haie
przy Ic = 100 mA,
Uce=5V haig
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 10 mA,
Ig=0,5mA
przy Ic =100 mA,
Ip=5mA

* Podzialu na klasy dokpnuje sie na

w zaméwieniu,

kL A
kL. B
kl.C

kL A
kLB
kl.C

kL A
kLB
kl.C

Usryceo

U(sryces

U (sr)EBO

kL. B
klL.C

kl. B
kL.C

kl.B
kl.C

Ucgsat

Ucgsat

— 150+10-— —
—_ 200-10-0— —_
_ 300-10-6— —
125 — 260 —_
240 — 500 —_
450 — 900 —
—_— — 30 usS
—_ - 60 usS
—_ —_ 110 S
min. typ. maks.

_— 0,2 15 nA
— 0,2 4 pA
20 — —_ v
30 —_— — v
5 —_ _ v
— 150 - @ —
— 270 —_ —_
200 — 480 —
400 — 850 —
- 200 — -
— 400 — —_
—_ 0,1 0,2 v
—_ 0,2 06 Vv

zyczenie odbiorcy okreSlone

Napiecie nasycenia

baza-emiter

przy Ic = 10 mA,

13 = 0,5 mA UBEsa!
przy Ic = 100 mA,

Ig =5mA Upgsat

Napiecie stale miedzy
baza a emiterem
przy Ic = 2maA,
Ucg=5V Use

Parametry dynamiczne

przy tams = 298K
(25°C)
Czestotliwo$é gra-
niczna
przy Ic = 10 mA,
Ucg=5V,
f =100 MHz fr
Pojemno$é kolektor-
-baza
przy Ig =0,
Ucg=10V,
f=1MHz
Pojemno$é emiter-
-baza
przy Ic=0,
Ugs =05V,
f=1MHz
Wspbiczynnik szu-
méw
przy Ic = 0,2mA,
Uce =5V,
Ry = 2kQ,
f = 1kHz,
" Af = 200 Hz F
Wspbiczynnik szu-
moéw
przy Ic = 0,2 mA,
Uce=5V,
Ry =2kQ
§ = 30..15000 Hz
Impedancja wejcio-
wa
przy Ic = 2mA,
Uceg=5V,
f=1kHz

CCBO

Cego

hlle

Napieciowy wspo6i-
czynnik sprzeZenia
zwrotnego
przy Ic = 2mA,
Ucg=5V,
f=1kHz hize

Warto§é malosygna-
lowa wspétczyn-
nika wzmocnienia
pradowego
przy Ic = 2mA,
Ucg=5V,

f =1kHz hgle

Admitancja wyjécio-

wa
przy Ic =2mA,
UCE =5 V,

f = 1kHz hgge

kL B
kl.C

kl.B
kl.C

kl.B
kl.C

0,55

min,

150

240
450

0,7 0,83
0,9 1,05
0,62 0,7
typ. maks.
250 —
— 45
8 —_

2 10
2 4
—_ 8,5
—_ 15
200106 —
300-10-6 —
—_ 500
— 900
— 80
—_ 110
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MHz

pF

pF

dB

dB

kQ
kQ

usS
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Zalezno§¢é pojemno$ci zlacz od napigcia Ccpy =
= f(Ucso) i Ceso = f (Ukno)
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Zaleino§¢é parametréw macierzy hy od napiecia ko-
lektor-emiter hi = f (Uck)
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